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(57)摘要

本发明提出了一种能提高OLED微显示器件

的显示质量，应用场景广泛的采用LDD结构的硅

基OLED微显示器件驱动电路，包括OLED二极管，

反相器，开关，存储电容，反相器中的CMOS器件采

用LDD结构，与存储电容和OLED二极管相连。
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1.一种采用LDD结构的硅基OLED微显示器件驱动电路，其特征在于：反相器中的CMOS器

件采用LDD结构，与存储电容和OLED二极管相连。
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一种采用LDD结构的硅基OLED微显示器件驱动电路

技术领域

[0001] 本发明涉及OLED微显示器件驱动电路领域，尤其涉及到一种采用LDD结构的硅基

OLED微显示器件驱动电路。

背景技术

[0002] OLED显示器件以其轻薄响应速度快色彩丰富等优点成为业界内最受欢迎的显示

技术，广泛应用于VR，智能手机，头盔显示器等领域由于微显示器件的尺寸极小，通常被限

制在一英寸以下，其像素要求高达800 ╳ 600以上，所以像素驱动电路的存储电容一般也特

别小，在发光期间受反相器关态漏电流的影响，电容两端的数据电压不易保持，影响显示效

果。所以为了提高显示质量，减少反相器关态漏电流的影响成了我们首要解决的问题。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种一种采用LDD结构的

硅基OLED微显示器件驱动电路，该器件具有结构简单、成本低、显示质量较高等特点。

[0004] 本发明为解决技术问题所采取的技术方案为：

一种采用LDD结构的硅基OLED微显示器件驱动电路，包括OLED二极管（1），组成开关的

nmos管（2）和（3），组成反相器的pmos管（4）和nmos管（5），存储电容（6），其特征在于：组成反

相器的的pmos管（4）和nmos管（5）采用LDD结构。与存储电容（6）和OLED二极管（1）相连。

[0005] 本发明的有益效果：通过LDD结构有效地减小了OLED微显示器件驱动电路中反相

器mos管关态漏电流，提高了微显示器件的显示质量。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0007] 图1为本发明的结构示意图。

[0008] 图2为LDD的结构示意图。

[0009] 图中：1为OLED二极管，2和3为开关中的nmos管，4为反相器中的pmos管，5为反相器

中的nmos管，6为存储电容，7为栅极，8为源极，9为漏极，10为轻掺杂漏区，11为掺杂区，12为

衬底，13为二氧化硅层。

具体实施方式

[0010] 以下结合本发明的结构作详细说明：图1中，一种采用LDD结构的硅基OLED微显示

器件驱动电路，包括OLED二极管（1），组成开关的nmos管（2）和（3），组成反相器的pmos管（4）

和nmos管（5），存储电容（6），其特征在于：组成反相器的的pmos管（4）和nmos管（5）采用LDD

结构。与存储电容（6）和OLED二极管（1）相连。

[0011] 具体工作原理：nmos管（2）和（3）构成开关，控制A点的电位高低。A点处于低电位

时，反相器中的pmos管（4）导通，nmos管（5）截止，OLED二极管（1）与电源电压相连，二极管发
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光。A点处于高电位时，反相器中的pmos管（4）截止，nmos管（5）导通，OLED二极管（1）与地相

连，二极管熄灭。

[0012] 其中，当pmos管（4）导通时，电流持续流过OLED二极管（1）使其发光，但当pmos管

（4）关断，仍存在关态漏电流，该电流流过存储电容（6）使其两端电压发生变化，从而改变驱

动nmos管（5）的导通程度。最终使OLED二极管（1）上的电流不稳定，影响显示效果。LDD结构

中较大质量的掺杂材料使硅片的上表面呈非晶态，大质量材料和表面非晶态的结合有助于

维持浅结，减少源漏间的漏电流。所以能有效地减少反相器中的关态漏电流。
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图1

图2
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